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요약

본 발명은 회로기판에 칩 부품을 마운팅하기 위한 솔더크림 도포용 스퀴즈 블레이드의 표면을 다이아몬드상 카본(dia

mond-like-carbon, DLC)으로 코팅한 솔더크림 도포용 스퀴즈 블레이드에 관한 것이다.

본 발명에 따르면, 스퀴즈 블레이드의 강성, 내마모성, 내마멸성 및 내화학성 등을 증진시킬 뿐만 아니라 마찰계수를 

감소시키고 탄성을 증가시켜 솔더크림을 도포하는 스크린 프린트 공정시 메탈 마스크의 파손을 감소시키고 스퀴지 

블레이드의 수명을 연장시킬 수 있다.

대표도

도 1

색인어

다이아몬드상 카본 코팅층, 솔더크림, 회로기판, 스퀴즈 블레이드, 마찰계수, 탄성

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따른 다이아몬드상 카본 코팅장치의 구성도,

도 2는 본 발명에 따른 스퀴즈 블레이드의 체결 형태를 나타내는 구성도,

도 3은 본 발명에 따른 스퀴즈 블레이드가 장착된 스크린 프린터 장치의 구성을 나타내는 구성도이다.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
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2 : 진공챔버 4 : 블레이드 지지대

6 : 스퀴즈 블레이드 8 : 스퍼터건 셔터

10 : 마그네트론 스퍼터건 12 : 압력계

14 : 체결부 16 : 가이드 부재

18 : 홀더 19 : 체결수단

20 : 진공부 22 : 진공펌프

24 : 밸브 30 : 전원 공급부

32 : 전원 34 : 정압회로

36 : 스퍼터 전원공급부 40 : 가스 공급부

42 : 메탈 마스크

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 회로기판에 솔더크림(solder cream)을 도포하는 스퀴즈 블레이드에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 회로

기판에 칩 부품을 마운팅하기 위한 솔더크림 도포용 스퀴즈 블레이드의 모재에 다이아몬드상 카본(diamond-like-ca

rbon, DLC)을 코팅하여 스퀴즈 블레이드의 강성, 내마모성 및 내마멸성 등을 증진시키는 것에 관한 것이다.

일반적으로 각종 전자제품이나 전자장비에 사용되는 회로기판은 여러 단계를 거치면서 완성되게 되는데, 상기 회로

기판의 보드는 열에 약할 뿐만 아니라, 파손되기 쉬운 재질로 되어 있어서 그 처리공정에 각별한 주의를 요하게 된다.

상기 회로기판을 제조하기 위한 공정 중 표면처리 공정은 SMD(surface mounting device) 공정이라 호칭되기도 하

는데, 상기 표면처리 공정은 회로기판 보드를 탑재시켜 이동시키는 로더를 이용한 로딩 공정을 거치게 되고, 상기 로

더로부터 옮겨진 회로기판 보드를 고정한 후 상기 회로기판 보드에 솔더크림(액체화된 납)을 도포하는 스크린 프린터

공정을 수행하고, 상기 스크린 프린터 공정이 종료된 후 솔더크림이 도포된 회로기판 보드에 각종 칩을 실장한 후 마

운터 공정을 수행하고, 상기 회로기판 보드에 결착된 칩의 결착부위를 견고히 응고시키는 리플로 우 공정을 거쳐 회

로기판 보드를 언로더로 이동시키는 것이다.

여기서, 상기 스크린 프린터 공정에 사용되는 프린터 장치는 상기 회로기판 보드의 상부에서 전후로 이동되면서 스퀴

즈 블레이드를 이용하여 회로기판에 솔더크림을 도포하는 장비로 사용한다. 이때, 상기 프린터 장치를 구성하고 있는

블레이드는 솔더크림을 회로기판 보드에 도포하는 역할을 수행한다.

상기 솔더크림 도포용 스퀴즈 블레이드는 일반적으로 금속으로 이루어져 있으며, 그 표면은 니켈, 니켈-크롬 또는 티

타늄으로 도금되어 제조하게 된다.

특히, 미국특허 제5,746,127호에는 니켈-인(nickel-phosphor), 니켈-붕소(nickel-boron), 구리-니켈 인(copper-n

ickel phosphor) 및 니켈-폴리테트라플루오로에틸렌(nickel-polytetrafluoroethylene) 등을 전기주조(電氣鑄造)하

여 스퀴즈 블레이드를 제조하는 방법이 게재되어 있으며, 대한민국특허출원 제1998-0056945호에는 티타늄을 이온 

플레이팅하여 도금한 솔더크림 도포용 스퀴즈 블레이드가 개시되어 있다. 한편, 대한민국실용신안등록출원 제 20-2

001-001644호는 경질크롬으로 도금된 스퀴즈 블레이드가 소개되어 있으며, 미국특허 제5,947,021호는 티타늄 질

화물로 코팅된 스퀴즈 블레이드가 소개되어 있다.
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전술한 바와 같이, 스퀴즈 블레이드를 제조하기 위하여 스퀴즈 블레이드의 금속표면에 니켈, 니켈-크롬 또는 티타늄

으로 도금하는 것은 스크린 프린트 공정을 수행하는 스퀴즈 블레이드가 상기 솔더크림에 함유된 산에 의해 산화되는 

것을 방지하고, 블레이드의 마모 및 블레이드와 접촉하는 메탈 마스크의 파손을 감소시킬 수 있다.

그러나, 상기 니켈도금의 경우에는 상기 블레이드의 수명이 3 내지 6개월로 짧아 스퀴즈 블레이드를 자주 교체하여야

하고, 강도가 약하기 때문에 쉽게 파손되는 단점이 있으며, 도금시 52A/dm 2 정도의 고전류 밀도를 요구하기 때문에

제조공정이 장시간에 걸쳐 이루어지고 보조전극을 필요로 하기 때문에 제조단가가 상승하는 문제점이 있다.

한편, 니켈-크롬도금의 경우 니켈도금과 마찬가지로 3 내지 6개월의 짧은 수명을 지니고 있으며 경도가 약하고, 도금

시 고온처리로 인한 치수변형이 발생할 수 있고, 전착능력이 크고, 매우 무르기 때문에 도금표면에 많은 균열이 발생

할 수 있다.

상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 티타늄 도금은 열안정성, 경성 및 블레이드의 수명이 길다는 장점이 있으나, 탄

성이 낮고, 도금층이 두꺼울 경우 도금에 균열이 발생할 수 있으며, 마찰계수가 크기 때문에 운전중 메탈 마스크(met

al mask)가 파손되거나, 솔더크림이 스퀴즈 블레이드에 잘 달라붙는 등의 문제점이 있다. 또한, 도금된 티타늄 도막과

스퀴즈 블레이드 모재와의 결합력이 약하므로 스퀴즈 블레이드의 반복적인 구부림시 스퀴즈 블레이드의 측면의 티타

늄 피막이 들뜨게 되어 쉽게 벗겨진다. 이때, 스퀴즈 블레이드의 선단부 및 측면의 피막이 벗겨져서 발생된 이물질이 

솔더크림에 혼합되어 불량납땜을 야기하는 등의 문제점이 있다.

최근 들어, 내구성이 높고 마찰계수가 낮으며, 내식성, 내산성, 내마모성 및 탄성이 좋은 다이아몬드상 카본(diamond 

like carbon)을 코팅하여 코팅층을 형성시 키는 기술이 여러 분야에서 개발되어 왔다.

상기 다이아몬드상 카본은 흑연과 함께 탄소의 동소체로서, 여러 가지 비정질 형태로 존재하고 있으며, 대부분 SP 2

와 SP 3 결합의 혼합된 상태로 되어 있다. 상기 SP 2 와 SP 3 의 혼합비율에 따라 흑연의 특성에 가까운 특성을 나타

내기도 하고, 다이아몬드의 특성을 나타내기도 한다[D. R. McKenzie et al., Diamond and Related Matter., 1, 54 (

1991)].

a-C:H 박막은 대개 1.4 내지 2.0g/cm 3 의 비교적 낮은 질량밀도를 갖는 반면 a-C 박막은 2.0 내지 2.9g/cm 3 으로

높은 밀도를 가지므로 a-C:H 박막에 비해 높은 경도값을 가진다.

상기 a-C박막은 적외선 부근의 파장을 가지며 난반사코팅에 사용하기 위한 이상적인 굴절률 지수 2를 가지고 있고, 

화학적, 환경적 안정성 때문에 보호막용 코팅으로 많이 사용된다[B. Bhushan et al., J. Mater. Res., 7(2), 404 (199

2)].

특히, 다이아몬드상 카본은 탄화수소 분자를 전기적으로 가속시켜 높은 운동에너지로 코팅하고자 하는 기재에 충돌

시킴으로써 코팅이 이루어지는 물질이기 때문에 통상적인 코팅조건에서 얻을 수 없는 새로운 구조와 물성을 갖는 코

팅층이 형성된다.

전술한 바와 같이, 다이아몬드상 카본은 화학적, 물리적으로 우수한 특성을 지니고 있어 다양한 분야에 사용될 수 있

다. 특히, 고경도, 고강도 특성이 요구되 는 바이트, 커터(cutter), 다이스 등 기계적 공구에 사용되며, 의료용으로 수

술용 메스, 치과재료 등에 적용되고 있고, 저마찰 계수의 특성이 요구되는 자기디스크, 자기헤드, 게이트지류의 측정

단자 등에 그리고 면도기, 골프채, 내연기관, 반도체 소자 절연막 및 광학용 재료로도 사용되고 있다.

한편, 스크린 프린트 공정에서 솔더크림을 회로기판 보드에 도포하는 공정에 사용되는 스퀴즈 블레이드는 메탈 마스

크(metal mask)의 표면을 손상시키지 않고, 솔더크림을 오염시키지 않으며, 수명이 길고, 적당한 경도 및 탄성을 유

지하는 등의 물리적 특성이 요구되는데, 이에, 본 발명자들은 상기 다이아몬드상 카본이 지니고 있는 특징을 착안하여

상기 다이아몬드상 카본을 스퀴즈 블레이드에 코팅하여 전술한 물리적 특성에 만족하는 스퀴즈 블레이드를 발명하기

에 이르렀다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 전술한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 회로기판 보드에 솔더크림을 도포하는 스퀴즈 블레이드 모재에 

다이아몬드상 카본을 코팅하여 상기 스퀴즈 블레이드의 탄성을 증대시킴은 물론 마찰계수를 낮추어 메탈 마스크의 

파손을 방지하며, 강성 및 열전도성을 낮추어 스퀴즈 블레이드의 수명 및 그 성능을 향상시켜 양질의 회로기판을 생

산할 수 있도록 하는 회로기판의 솔더크림 도포용 스퀴즈 블레이드를 제공함에 그 기술적 과제가 있다.
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발명의 구성 및 작용

본 발명은 회로기판 보드에 솔더크림을 도포하는 스퀴즈 블레이드 모재의 표면이 다이아몬드상 카본으로 코팅된 것

을 특징으로 한다.

본 발명에 따른 스퀴즈 블레이드는 직사각형의 판형상으로 그 두께가 0.25 내지 0.30mm이고, 그 재질은 금속 또는 

금속합금, 예컨대, 스테인레스 강(SUS) 또는 스프링강(SK5)등으로 구성되어 있으며, 상기 금속 또는 금속합금 판재

를 소정의 직사각형으로 절삭가공한 후 다이아몬드상 카본을 코팅하여 제조한다. 이때, 상기 스퀴즈 블레이드의 크기

는 폭이 25 내지 60mm, 길이가 100 내지 600mm로 제조될 수 있으며, 본 발명에서는 상기 다이아몬드상 카본이 코

팅되지 않은 상태의 금속 또는 금속합금 판재를 스퀴즈 블레이드 모재라 한다.

상기 스퀴즈 블레이드 모재의 표면에 코팅되는 다이아몬드상 카본 코팅층은 경도, 내마모성, 전기절연성 등이 높고, 

화학적 안정성이 뛰어나므로 부식에도 강하고, 금속과의 내응착성이 우수한 특징을 지니고 있다.

또한, 평활한 표면조도를 가지고 있기 때문에 0.1이하의 낮은 마찰계수를 가지고 있어, 윤활 및 내마모 특성이 좋다. 

그러므로, 상기 다이아몬드상 카본으로 코팅층을 형성하게 되면, 다른 경질코팅층에 비하여 코팅층 자체나 상대재의 

마모가 크게 감소되는 이점이 있다.

특히, 다이아몬드상 카본 코팅층은 탄성력이 높고 마찰계수가 낮기 때문에, 솔더크림을 도포하는 스크린 프린트 공정

에 사용할 경우, 메탈 마스크의 파손이 발생하지 않으며, 스퀴즈 블레이드에 코팅된 다이아몬드상 카본 코팅층이 파

괴되어 탈리되는 현상이 발생하지 않는 장점이 있다.

본 발명은 상기 다이아몬드상 카본을 스퀴즈 블레이드에 적용하여 탄성 및 마찰계수 등의 물성을 향상시킨 스퀴즈 블

레이드를 제조할 수 있다.

본 발명에 따른 스퀴즈 블레이드 모재에 다이아몬드상 카본을 코팅시키기 위한 방법은 공지된 다이아몬드상 카본 코

팅층을 제조하는 방법이면 어느 것을 사용하여도 무방하며, 대표적으로 화학적 증착법, ERC(electron cyclotron res

onance)에 의해서 마이크로파 플라즈마가 발생되는 마이크로파(microwave) 플라즈마법, 플라즈마 증진 화학증착(P

ECVD)법[대한민국특허출원 제1999-7011884], 엑시머 레이저에 의한 흑연 타겟의 기화에 의해 생성되는 펄스드 

레이저 증착(Pulsed laser deposition)법[B. Chapman, 'Glow Discharge Processes', Wiley, New York(1980)], R.

F. 스퍼터링법, 이온빔(Ion beam) 스퍼터링법[J. P. Hirvonen et. al, J. Electronic Mater., 20(2), 127 (1991)] 및 

NIBS 증착법 등을 사용할 수 있다.

이하, 상기 다이아몬드상 카본 코팅층을 제조하는 방법들 중 일예로서 스퍼터링법을 중심으로 도면을 참조하면서 설

명하기로 한다.

도 1은 본 발명에 따른 다이아몬드상 카본 코팅장치의 구성도, 도 2는 본 발명에 따른 스퀴즈 블레이드의 체결 형태를

나타내는 구성도, 도 3은 본 발명에 따른 스퀴즈 블레이드가 장착된 스크린 프린트 장치를 나타내는 구성도로서 함께

설명한다.

도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 스퍼터링 코팅장치의 주요 구성요 소는 진공챔버(2), 상기 진공챔버(2)와 

연결설치되어 진공챔버(2)를 진공시키는 진공부(20), 상기 진공챔버(2) 내부에 구비된 블레이드 지지대(4)에 연결설

치되어 상기 블레이드 지지대(4)에 전원을 공급하는 전원공급부(30) 및 상기 진공챔버(2) 내부로 플라즈마를 발생시

키거나 다이아몬드상 카본을 코팅하기 위해 할로겐 가스 및/또는 탄화수소 가스를 공급하는 가스공급부(40)로 구성

된다.

여기서, 상기 진공챔버(2)는 밀폐되어 있으며, 그 내부 일측으로는 스퀴즈 블레이드(6)를 장착하기 위한 블레이드 지

지대(4), 상기 블레이드 지지대(4)에 장착되는 스퀴즈 블레이드(6), 진공챔버(2)의 압력을 측정하여 밸브(24)의 개방 

정도를 조절하는 압력계(12) 및 다이아몬드상 카본을 스퍼터링하기 위한 마그네트론 스퍼터건(10)이 구비되어 있다. 

이때, 상기 블레이드 지지대(4)는 반응에 따른 스퀴즈 블레이드(6)의 온도 상승을 억제하고자 냉각수를 흐르게 하여 

상기 스퀴즈 블레이드(6)를 냉각시킬 수 있다. 그러나, 경우에 따라서 가열도 허용된다.

한편, 상기 마그네트론 스퍼터건(10)은 진공챔버(2)의 상부에 블레이드 지지대와 대향되는 위치에 설치되어 있으며, 

스퍼터 전원공급계(36)로부터 스퍼터 전원 예를 들면, 직류(DC) 전원을 인가 받는다. 마그네트론 스퍼터건(10)의 하

부에는 스퍼터건 셔텨(8)가 설치되어, 상기 마그네트론 스퍼터건(10)을 외상으로부터 보호할 수 있다. 여기서, 상기 

마그네트론 스퍼터건(10) 내부에는 99.9%의 텅스텐 타겟(미도시)이 설치될 수 있다.

한편, 진공부(20)는 상기 진공챔버(2)의 일측에 연결설치되어 있는데, 상기 진공챔버(2)를 진공시키기 위한 진공펌프
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(22), 상기 진공펌프(22)로 유·출입하는 유체의 유량을 조절하기 위한 밸브(12)로 구성된다.

전원공급부(30)는 블레이드 지지대(4)의 일측에 연결설치되어 진공챔버(2) 내부에 플라즈마를 발생시키기 위한 전원

(32) 및 진공챔버(2)와 전원(32)간에 삽입되어 이들 상호간의 임피던스를 조정하기 위한 정합회로(34)를 포함한다. 

이때, 상기 전원은 10 내지 15MHz, 바람직하게는 13 내지 14MHz의 고주파(RF) 전원이 사용될 수 있다.

가스공급부(40)는 블레이드(6)를 다이아몬드상 카본으로 코팅하기 위한 탄화수소 가스 및 플라즈마 반응을 위한 가

스를 공급하기 위한 것으로, 상기 다이아몬드상 카본의 공급원으로 사용되는 가스는 플라즈마에 의해 해리될 수 있는

탄화수소로서 CH 4 , C 2 H 2 , C 6 H 6 C 3 H 6 및/또는 C 4 H 10 등의 탄화수소를 사용하게 되며, 바람직하게는

C 4 H 10 이 좋다. 그리고, 상기 플라즈마 반응을 위한 가스로는 할로겐 가스 예를 들면, 아르곤, 헬륨 등이 사용 가능

하며 바람직하게는 아르곤 가스가 좋다. 한편, 상기 플라즈마 반응을 위한 할로겐 가스 및 다이아몬드상 카본 코팅층

을 형성하기 위한 탄화수소 가스는 서로 혼합되어 진공챔버(2)로 공급될 수 있는데, 이때, 상기 할로겐 가스 대 탄화

수소 가스의 혼합비는 9:1 내지 6:4, 바람직하게는 8:2 내지 7:3이 좋다.

이하, 상술한 구성을 갖는 다이아몬드상 카본 코팅장치를 이용하여 스퀴즈 블레이드 모재를 코팅하는 방법을 설명하

면 다음과 같다.

먼저, 스퀴즈 블레이드(6)를 유기용매로 세척한 후 진공챔버(2)의 블레이드 지지대(4)에 장착한다. 그 다음, 가스 공

급부(40)로부터 할로겐 가스를 공급하면서 압력계(12)와 밸브(24)를 이용하여 진공챔버(2) 내부의 압력을 1 내지 5m

Torr로 유지하고, 전원 공급부(30)로부터 블레이드 지지대(4)에 고주파(RF) 전원을 공급하여 스퀴즈 블레이드 바이

어스 전압을 약 -600 내지 -900V에서 30분 내지 120분 동안 플라즈마 세척한다. 그 다음, 마그네트론 스퍼터건(10)

에 직류 전원을 인가하여 마그네트론 스퍼터건(10) 내부의 텅스텐 타겟을 스퍼터링함으로써 텅스텐이 비산되어 스퀴

즈 블레이드 표면상에 텅스텐층이 증착되게 한다. 이때, 스퍼터링 압력은 약 5 내지 15mTorr, 직류 전원은 800 내지 

1,200V, 200 내지 400mA이다.

상기 할로겐 가스로 스퍼터링 한 후 가스공급부(40)에서 유입되는 할로겐 가스에 약 10 내지 50%의 탄화수소 가스를

혼합하여 스퍼터링을 하여 텅스텐층의 상부에 텅스텐-탄소 혼합층을 증착한다. 그 다음, 탄화수소 가스 5 내지 10sc

cm, 바람직하게는 7 내지 8sccm, 압력 약 5 내지 15mTorr, 스퀴즈 블레이드의 바이어스 전압 약 -300 내지 -700V

에서 고주파(RF) 플라즈마를 이용하여 텅스텐-탄소층 상에 다이아몬드상 카본 코팅층을 0.1 내지 5㎛ 두께로, 바람

직하게는 1 내지 2.5㎛로 증착한다. 여기서 상기 다이아몬드상 카본 코팅층과 스퀴즈 블레이드(6) 사이에 텅스텐층 

및 텅스텐-탄소층을 구성하여 접착력을 증진시킨다. 그러나, 필요에 따라서 상기 텅스텐층 및 텅스텐-탄소층을 생략

하고 스퀴즈 블레이드(6)에 직접 다이아몬드상 카본 코팅층을 형성시킬 수 있다.

도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 전술한 방법으로 제조된 스퀴즈 블레이드(6)는 스크린 프린트 장치에 장착되어 사

용되는데, 상기 스퀴즈 블레이드(6)는 체결부(14)와 가이드부재(16) 사이에 혼입된 후 나사 또는 볼트 등과 같은 체결

수단(19)으로 상기 체결부(14), 스퀴즈 블레이드(6) 및 가이드부재(16)를 순차적으로 체결하여 홀더(18)에 장착하여 

사용한다.

이하에서 실시예를 통하여 본 발명을 구체적으로 설명하기로 한다. 그러나 하기의 실시예는 오로지 본 발명을 구체적

으로 설명하기 위한 것으로 이들 실시예에 의해 본 발명의 범위를 한정하는 것은 아니다.

<실시예 1>

도 1과 동일한 장치를 구성한 뒤, 스퀴즈 블레이드(6)를 톨루엔으로 세척한 후 진공챔버(2)의 블레이드 지지대(4)에 

장착하였다. 그 다음, 상기 진공챔버(2)에 가스 공급부(40)로부터 아르곤 가스를 6sccm으로 공급한 후 압력계(12)와 

밸브(24)를 이용하여 진공챔버(2)의 압력을 4mTorr로 유지하고, 전원 공급부(30)에 전원을 인가하여 블레이드 지지

대(4)에 고주파(RF) 전원을 스퀴즈 블레이드(6) 바이어스 전압 -750V로 하여 1시간 동안 아르곤 플라즈마로 세척하

였다.

그 다음, 상기 압력계(12)와 밸브(24)를 조절하여 진공챔버(2)의 압력을 10m Torr로 유지한 후 스퍼터 전원 공급부(

36)에 1000V, 300mA의 직류(DC) 전원을 인가하여 마그네트론 스퍼터건(10)에 전원을 공급하여 상기 마그네트론 

스퍼터건(10) 내부에 장착된 텅스텐 타겟을 스퍼터링하여 스퀴즈 블레이드(6)의 표면에 텅스텐 코팅층을 제조하였다.

그 다음, 상기 가스 공급부(40)로부터 유입되는 아르곤 가스에 벤젠을 25% 첨가하여 스퍼터링하면서 상기 텅스텐 코

팅층이 형성된 스퀴즈 블레이드(6)의 표면에 텅스텐-탄소 코팅층을 형성시켰다.

그 다음, 상기 진공챔버(2)에 8sccm으로 벤젠을 투입하며 전원 공급부(30)를 조절하여 스퀴즈 블레이드 바이어스를 

-500V로 하고 RF 플라즈마를 형성시켜 상기 텅스텐-탄소 코팅층이 형성된 스퀴즈 블레이드(6)의 표면에 다이아몬
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드상 카본을 코팅하였다.

발명의 효과

본 발명은 솔더크림 도포용 스퀴즈 블레이드를 다이아몬드상 카본으로 코팅하여 스퀴즈 블레이드의 강성, 내마모성, 

내마멸성 및 내화학성 등을 증진시킬 뿐만 아니라 마찰계수를 감소시키고 탄성을 증가시켜 솔더크림을 도포하는 스

크린 프린트 공정시 메탈 마스크의 파손을 감소시키고 스퀴지 블레이드의 수명을 연장시킬 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
회로기판 보드에 솔더크림을 도포하는 스퀴즈 블레이드에 있어서,

상기 스퀴즈 블레이드의 표면에 다이아몬드상 카본이 코팅된 것을 포함하는 스퀴즈 블레이드.

청구항 2.
제 1항에 있어서,

상기 다이아몬도상 카본 코팅층이 0.1 내지 5㎛인 것을 특징으로 하는 스퀴즈 블레이드.

청구항 3.
밀폐된 진공챔버(2), 상기 진공챔버(2)와 연결설치되어 진공챔버(2)를 진공시키는 진공부(2), 상기 진공챔버(2) 내부

에 구비되어 스퀴즈 블레이드(6)를 장착하는 블레이드 지지대(4), 상기 블레이드 지지대(4)에 연결설치되어 상기 블

레이드 지지대(4)에 전원을 공급하는 전원공급부(30), 상기 진공챔버(2)의 일측에 연결설치되어 다이아몬드상 카본을

스퍼터링하는 마그네트론 스퍼터건(10) 및 상기 진공챔버(2) 내부로 플라즈마를 발생시키거나 다이아몬드상 카본을 

코팅하기 위해 할로겐 가스 및/또는 탄화수소가스를 공급하는 가스공급부(40)를 포함하는 다이아몬드상 카본 코팅층

제조장치.

청구항 4.
스퀴즈 블레이드(6)를 유기용매로 세척한 후 진공챔버(2)의 블레이드 지지대(4)에 장착하고, 가스 공급부(40)로부터 

할로겐 가스를 진공챔버(2)로 투입하며 상기 진공챔버(2)의 내부의 압력을 1 내지 5mTorr로 유지하고, 전원 공급부(

30)로부터 블레이드 지지대(4)에 고주파 전원을 인가하여 스퀴즈 블레이드 바이어스 전압을 약 -600 내지 -900V에

서 30분 내지 120분 동안 플라즈마 세척하고, 가스 공급부(40)로부터 탄화수소 가스를 상기 진공챔버(2)로 5 내지 1

0sccm으로 유입시킨 후 상기 진공챔버(2)의 압력을 5 내지 15mTorr로 유지시키고, 상기 진공챔버(2)의 스퀴즈 블레

이드(6)의 바이어스 전압 약 -300 내지 -700V에서 고주파 플라즈마를 발생시켜 스퀴즈 블레이드(6) 상에 다이아몬

드상 카본을 코팅하는 것을 포함하는 스퀴즈 블레이드의 제조방법.

청구항 5.
제 4항에 있어서,

상기 플라즈마 세척 후 할로겐 가스 또는 할로겐 가스와 탄화수소 가스를 9:1 내지 6:4의 혼합비로 하여 상기 진공챔

버(2)로 유입시키고, 상기 진공챔버(2)의 일측에 연결설치된 마그네트론 스퍼터건(10)에 직류 전원을 인가하여 마그

네트론 스퍼터건 내부의 텅스텐 타겟을 스퍼터링함으로써 스퀴즈 블레이드(6) 표면상에 텅스텐층 또는 텅스텐-탄소

층을 증착하는 것을 더 포함하는 스퀴즈 블레이드의 제조방법.
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